
发射光谱法在薄层 �渗层� 分析中的
应用
—

钢中渗铬层含铬最的逐层

光谱定量分析
‘

、
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近年来
,

对固体材料的薄层分析
,

尽管发展了以电子
、

离子
、 ‘

光子作为 入射束的各 种
“
探针

”
方法及其与之相应的丰富多样的分析技术

,

但对有些分析任务
,

发射光谱法仍有它独

到的地方
。

我们曾为配合渗铬研究
,

了解钢的渗铬层中铬含量的改变情况而设计了发射光谱

逐层分析的方法
。

因渗层很薄
,

化学分析方法无法取样
,

因此我们用 � �刀一�� 型石英摄谱

仪
,

� 厂一� 型火花发生器
,

并制作了一套表面激发装置
,

以铬钢作出工作曲线
,

进行了渗

层铬含量的逐层测定
。

一
、

实 验 装 置

为了使分析试料表面层能够均匀地激发
,

我们设计 了一套用马达带动
、

使试料等速移动

的激发装置
,

如图 �
�
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图 � 活动电架的激发装置

二
、

工作条件

�
�

摄谱条件
�

发生器
� � 厂一� 型火花光源 �复杂线路�

。

输人电压
�

�� 。伏
。

初级线路电流强度
� �

�
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�

�安培

电溶
� �

�

� �� 微法
。

釜
参加本工作的有马延令同志

�

工作过程中得到本所液态铸轧组同志们切劫
,

特此致榭
�

一 �乌‘



电感
� �

�

�� 毫享
。

辅助火花隙距离
� �

�

�毫米
。

三透镜抽色差成像系统
。

遮光板
�

全圆
。

分析隙距离
� �

�

�毫米
。

摄谱仪狭缝高度
� �

�

�� 毫米
。

宽度
� �

�

� �� 毫米
。

曝光时间
�

�� 秒
。

底板
�

� � � 功� 一 � 型
。

电极形状
�

上电极为直径�
�

�毫米的纯铁棒
,

电极端为 ��
。

锥台
,

台面直径为 � 毫米
。

下

电极为�� � � � � �毫米试料
。

分析线对波长
�
� �� �� 了人 � � � � � � �� � 入

�
�

暗室处理

显影液
�
� � � 诱�一 �型显影液

。

醋酸停止液
。

� 一 � 定影液
。

显影温度
�

�� ℃ 士 �
�

�℃

显影时间
�
三分钟

。

定影时间
�
五分钟

。

�
�

测光条件

蔡司� � 型快速测微光度计

标尺
�

牙标尺
。

测光狭缝宽度
� �

�

�毫米
�
高度

�
�� 毫米

。
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� � �
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�伏

三
、

工 作 曲 线

刁 丫 �
� 渗铬钢分析对象是铬钢及含钨模具钢为基

体的渗铬部件
。

我们采用含铬量 � � �� � 的铬

铁合金
,

经过与渗铬试料基体完全相同的工艺

处理后的铸态和热轧状态的标准试料制成工作

曲线
,

如图 � �

四
、

分 析 方 法
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图 �
�

渗铬层工作曲线

、

根据上述工作曲线作渗铬层含铬量的逐层

测定
。

�
�

试料的处理
�

首先用金相显微镜检查

渗铬层厚度
,

然后决定分若午层测定及每层厚

度等
。

先把渗铬层表面附着的铬层用细砂纸轻



轻磨去 �注意保护渗铬表面层�
,

用千分尺测量厚度
,

然后进行第一层激发
。

徽发后用金钢砂

�碳化硅粉 � 在研磨盘上磨去。
�

��  �
�

�� 毫米
,

再重复激发测定
,

如此操作至整个渗铬层几

乎磨光为止
。

�
�

分析结果示例
�

我们同时测定 了不同渗铬时间
,

以钨钢为基体的二个样品
,

数据如

表 �
、

表 ��

�
�

渗铬层铬含量变化曲线
�

以激发面距渗铬第一表层的深度为横座标
,

分别以铬的百

分含量为纵座标
,

便可以获得渗铬层中铬含量的变化曲线
,

如图。
�
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铬含量变化曲线

表 � 钨钢为甚体
、

渗格二小时的测定徽据
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钨钢为蓦体
、

渗铬四小时的测定数据
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铬含量 �� �

表层 �
�

� � �

� �
�

� �

�
�

�吐� � �
�

� � � �
�

� � � �
�

� � � �
,

� �  �
。

� 魂�

� �
·

� � � � �
·

� � � �
·

� � � �
·

� � � �
·

� � � �

结 语

我们认为渗铬层中铬含量的变化是可以用本方法测定的
。

但是由于条件限制等原因
,

我

们还没有进行方法的误差统计以及第三元素和组织结构对分析结果影响的研究
。

这里
,

我们

仅仅提出一个方法和初步结果
。
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图象贮存管的新发展

一士心一欣一贾

�

么‘� � 占 �

一
、

月�� 舌

能够记录图象信息
,

并经过一定时间进行连续读出的阴极射线管统称为图象贮存管
,

简

称为贮存管
。

贮存管是四十年代后期发展起来的
,

到五十年代前半期已有相当规 模
。

近年

来
,

随着半导体技术
、

电子计算机
、

空间技术等方面的迅速发展
,

不仅使贮存管的结构大为

改进
,

出现了许多种新结构和性能优良的贮存管
,

而且在若干领域中获得应用
,

解决了科学

研究和生产中的某些技术问题
。

根据输人
、

输出方式的不同
,

贮存管可以分为四种主要 类

型
�

即信号变换型
、

摄象型
、

直视型与光变换型
。

下面简要评述这四种类型贮存管的结构
、

功能与应用
。

二
、

扫描变换贮存管
〔’〕

扫描变换型贮存管是前述四种贮存管中应用最为广泛的一种
。

这种类型的贮存管在结构

上又可分为单枪型与双枪型两种
。

单枪扫描变换贮存管的结构原理如图�所示
。

其中�为磁聚

之
�
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图 �
,

扫描变换贮存管原理图

焦线圈
, �

�

为扫描偏转线圈
, �

�

为电子枪
, �

�

为电

荷贮存靶
。

其中电荷贮存靶是贮存管的核心元件
。

早期

的电荷贮存靶多是网状结构
,

它是由金属网上涂复二次

电子发射系数较高的绝缘体构成的
。

这种靶的主要缺点

是绝缘体间距作到小于 � 微米的精度是有困难的
。

因此

分辨率和信噪比的改进受到了限制
。

此外
,

这种网膜状

为靶机械强度较差
,

在脉冲工作期间容易发生 鼓 膜 共

振
,

从而产生寄生信号输出阁
。

近年来
,

随着半导体集成电路技术的发展
,

出现了新型 的

510 。

贮存靶
, t , 〕 它是在

,
型 (或尸型) 硅片表面

,

以集成电路技术制成岛形或条形51 0
:
构成

的
。

51 0

:

是良好的绝缘体
,

51 0

:

表面在电子束的作用下能够积累正电荷或负电荷
,

其贮存

电荷的容量取决于51 0
2
的厚度

。

电荷贮存靶的工作是以二次电子发射现象为基础的
。

任何

物体在具有一定能量的电子轰击下都会从表面发射出新的电子
,

一般把前者称为一次电子
,

后者称为二次电子
,

二次电子数与一次电子数之比称为物体的二次电子发射系数
,

不同物质

的二次电子发射系数不同
。

同一物体的二次发射系数是一次电子能量的函数
,

一般形式如图

2 所示
。

其中 舀为二次电子发射系数
,

升
一 :

为以电位表示的一次电子能量
,

在犷
,
和 犷

:
处

,


